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超伝導ボロンドープダイヤモンドは、Nb-Ti系に匹敵する超伝導転移温度 Tc=10Kを有し、ボロ

ン濃度や面方位による Tcの制御性、単結晶による特性の均一性から超伝導量子干渉計（SQUID）

の動作性能の向上が期待される。我々は、(001)、(111)ダイヤモンドにおいてボロン濃度[B]=1×1022 

[cm-3]で Tc(111)=10K、Tc(001)=4.2Kが得られていることを利用し[1][2][3]、(111)ダイヤモンド上へ

の選択エピタキシャル成長により端面に(001)面を形成した weak link 型ステップエッジ構造ジョ

セフソン接合の作製方法を検討してきた。[4][Fig.1]  

本研究ではジョセフソン接合における直流ジョセフソン効果の観測を行った。Fig.2より 1.3～ 

3.0Kにおいて電流を印加したときに臨界電流値 Icまではゼロ電圧でありそれ以降は常伝導抵抗成

分が現れる、典型的なジョセフソン接合による特性が得られた。この Icから算出した臨界電流密

度 Jc の温度依存性は、温度の低下に対して臨界電流密度が指数関数的に増大する傾向がみられ、

1.3Kにおいて最大臨界電流密度 Jc(max)= 8300 [A/cm2] が得られた。動作温度や Tc、面方位を変

化させたときの I-V 測定の結果から、Tc 以下における Jc の動作温度依存性、Jc の Tc 依存性を確

認した。また、外部から高周波を照射した際にジョセフソン接合を流れる交流超伝導電流と高周

波電流が干渉して観測されるシャピロステップより交流ジョセフソン効果の観測結果についても

当日報告する。 
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Fig.1 Weak link型ステップ 

エッジ構造ジョセフソン接合 

-0.8 -0.4 0.0 0.4 0.8
-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

 1.3K
 1.6K
 1.8k
 2.0K
 2.5K
 3.0K

C
u

rr
en

t 
(m

A
)

Voltage (mV)

Fig.2 Weak link型ステップエッジ 

構造ジョセフソン接合の I-V 特性 
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